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При исследовании новых органических полупроводников необходимо выявить влияние структуры на оптические и электрические свойства материала. Это влияние можно оценить, определив ширину запрещенной зоны и распределение плотности электронных состояний в тонкопленочной структуре. Для решения задачи была экспериментально изучена спектральная зависимость фототока методом постоянного фототока (МПФ) [1].

Применив гауссову аппроксимацию [1] к спектральной зависимости коэффициента поглощения органического полупроводника 2-((5-(4-пентадецил-4H-тиено[3,2-b]индол-2-ил)тиофен-2-ил)метилен)бензо[b]тиено[2,3-d]тиофен-3(2H)-он, полученной в эксперименте МПФ (Рис.1), определены значения ширины запрещенной зоны (2,3 эВ) и дисперсии плотности распределения электронных состояний (0,14 эВ), контролирующих фотопроводимость. Ширина запрещенной зоны является ключевым параметром для определения возможности применения материала в роли генерирующего слоя, и также может быть определена методами, описанными в [2, 3]. МПФ, как показано, позволяет более точно определять искомые энергетические параметры материала. В работе обсуждаются особенности МПФ и энергетические характеристики тонкопленочного фотоэлектрического устройства. 

Рис. 1.  Сопоставление экспериментального и расчетного спектров коэффициента поглощения, полученных МПФ
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №21-19-00853).
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